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(57) Zusammenfassung: Ein Speichermodul umfafit eine 29
Platine (10), einen Speicherbaustein (12), der an der Plati-
ne (10) angebracht ist, und eine Warmeableiteinrichtung
(32, 34, 36, 40), die zwischen dem Speicherbaustein (12)
und der Platine (10) angeordnet ist und ein Kihlblech um-
falt, das parallel zu der Platine angeordnet ist.

000000
Q000
000000

14




DE 102 62 012 A1 2004.04.22

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
ein Speichermodul und insbesondere auf ein Spei-
chermodul mit einer Warmeableiteinrichtung zur Re-
duzierung der Temperatur von Speicherbausteinen
des Speichermoduls.

[0002] Ein wesentlicher Parameter bei
DRAM-Speicherbausteinen (DRAM = Dynamic Ran-
dom Access Memory) ist die Retention Time bzw.
Speicherzeit, wahrend derer jede Speicherzelle des
Speicherbausteins eine in hier in Form einer elektri-
schen Ladung gespeicherte Informationen sicher les-
bar beibehalt. Je langer die Speicherzeit ist, desto
geringer ist die zum Auffrischen der Speicherzellen
im zeitlichen Mittel erforderliche elektrische Leistung.
Besonders fiur batteriebetriebene Anwendungen, bei-
spielsweise fur Mobilfunk-Anwendungen, wird ein
moglichst geringer Leistungsbedarf gewiinscht. Ubli-
cherweise wird eine Speicherzeit von ca. 64 ms ge-
fordert. Die Speicherzeit wird durch die elektrostati-
sche Kapazitat eines Kondensators, den jede einzel-
ne Speicherzelle aufweist, und verschiedene parasi-
tare Leckstréome, Uber die der Kondensator seine La-
dung verliert, bestimmt. Die fortschreitende Miniaturi-
sierung und die wachsende Integrationsdichte von
DRAM-Speicherbausteinen bedingen immer kleinere
Schaltungsgeometrien. Aufgrund der immer kleine-
ren Schaltungsgeometrien wird es immer schwieriger
DRAM-Speicherbausteine herzustellen. Insbesonde-
re erfordert es immer héheren Aufwand die Kapazitat
des Kondensators jeder einzelnen Speicherzelle in
Hohe von ca. 20 fF bis 40 fF zu realisieren. Dadurch
sinkt insbesondere die Ausbeute derjenigen
Speicherbausteine im Herstellungsprozel3, deren
samtliche Speicherzellen die Anforderung an die
Speicherzeit erfillen.

[0003] Die Leckstrome, die den allmahlichen Verlust
der Speicherzellenladung bewirken, sind temperatur-
abhangig. Je héher die Halbleitertemperatur bzw. die
Temperatur des Halbleitermaterials des Speicher-
bausteins ist, desto héher sind die Leckstrome. Ein
Temperaturunterschied von 2°C bis 3°C bewirkt be-
reits eine Veranderung der Speicherzeit um 10 ms bis
15 ms.

[0004] Die meisten der heute hergestellten
Speicherbausteine werden in Form von Speichermo-
dulen bzw. Speichergruppen verkauft. Ein Speicher-
modul weist eine Platine auf, auf die in der Regel eine
Mehrzahl von Speicherbausteinen geldtet ist.

[0005] Fig. 3 zeigt ein Beispiel fiir ein herkdmmli-
ches Speichermodul mit einer Platine 10, auf dessen
Vorderseite vier einzelne Speicherbausteine 12 mon-
tiert sind. Das Speichermodul wird iber eine Kontakt-
leiste 14 bzw. eine lineare Anordnung von Kontakt-
stiften oder Kontaktflachen mit einer Applikation bzw.
Anwendung, beispielsweise einer Hauptplatine eines
Computersystems, elektrisch leitfahig verbunden. In
der Regel wird das Speichermodul in einen entspre-
chenden Sockel gesteckt, der beispielsweise auf ei-
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ner Hauptplatine eines Computers angeordnet ist. In
den Speicherbausteinen 12 entsteht wahrend ihres
Betriebs Warme bzw. Abwarme. Diese wird entweder
Uber direkte Abstrahlung oder Konvektion an die Um-
gebung oder tber die elektrischen Kontakte 16 an die
Speichermodulplatine 10 abgegeben. Die Ableitung
der Abwarme Uber die elektrischen Kontakte ist der
heute zumeist dominierende Warmeableitungsme-
chanismus. Dies gilt insbesondere fir die in der
Fig. 3 dargestellten Speicherbausteine 12 in
TSOP-Gehausen (TSOP = thin small outline package
= oberflachenmontierbares Plastikgehause).

[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, ein verbessertes Speichermodul bzw. ein
Speichermodul mit einer verbesserten Speicherzeit
zu schaffen.

[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Speichermo-
dul gemaf dem Patentanspruch 1 gelést.

[0008] Gemal der vorliegenden Erfindung umfafdt
ein Speichermodul eine Platine, einen Speicherbau-
stein, der an der Platine angebracht ist, und eine
Warmeableiteinrichtung, die  zwischen  dem
Speicherbaustein und der Platine angeordnet ist.
[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkennt-
nis zugrunde, daf} durch eine Verringerung der Tem-
peraturanforderungen bzw. der Betriebstemperatur
eines Speicherbausteines eines Speichermoduls, bei
der dieses fehlerfrei betrieben werden kann, die Aus-
beute im Herstellungsproze wesentlich erhoht wird.
Ferner liegt der vorliegenden Erfindung die Erkennt-
nis zugrunde, dal} die Betriebstemperatur eines
Speicherbausteins auf einem Speichermodul verrin-
gert wird, indem beim Betrieb entstehende Abwarme
von dem Speicherbaustein auf die Platine des Spei-
chermoduls abgeleitet wird.

[0010] Ein Vorteil der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, dal® durch die vorgesehene Warmeableit-
einrichtung die Temperatur des Speicherbausteins
reduziert und damit die Speicherzeiten von Speicher-
zellen des Speicherbausteins verlangert werden.
Durch verringerte Anforderungen an die Betriebstem-
peratur, bei der ein Speicherbaustein fehlerfrei funk-
tioniert und insbesondere ausreichende Speicherzei-
ten aufweist, erhoht sich die Ausbeute im Herstel-
lungsprozeld des Speicherbausteins. Ein weiterer
Vorteil der vorliegenden Erfindung besteht darin, daf}
durch die Anordnung der Warmeableiteinrichtung
zwischen dem Speicherbaustein und der Platine der
Herstellungsaufwand und insbesondere Aufwand
und Kosten der Bestlckung der Platine mit dem
Speicherbaustein gegenitber einem herkdmmlichen
Speichermodul nicht oder nicht wesentlich erhéht
werden. Ferner wird durch diese Anordnung der War-
meableiteinrichtung eine Kompaktheit des Speicher-
moduls erhalten.

[0011] Bevorzugte Weiterbildungen sind in den Un-
teranspriichen definiert.

[0012] Gemal einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung umfallt ein Speichermodul eine
Platine, einen Speicherbaustein, der an der Platine
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angebracht ist, und einen Rahmen, der an der Platine
angebracht ist, zur Ableitung von Warme von der Pla-
tine.

[0013] Nachfolgend werden bevorzugte Ausfih-
rungsbeispiele der vorliegenden Erfindung mit Bezug
auf die beiliegenden Figuren naher erlautert. Es zei-
gen:

[0014] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Speichermoduls mit Merkmalen verschiedener Aus-
fuhrungsbeispiele der vorliegenden Erfindung;
[0015] Fig. 2 eine schematische Darstellung eines
Speichermoduls mit Merkmalen verschiedener Aus-
fuhrungsbeispiele der vorliegenden Erfindung; und
[0016] Fig. 3 eine schematische Darstellung eines
herkdmmlichen Speichermoduls.

[0017] Die Fig. 1 bis 3 sind schematische Darstel-
lungen von Speichermodulen, die jeweils eine Platine
10 aufweisen, an deren dargestellter Oberflache 20
mehrere Speicherbausteine 12 angebracht sind. Die
Platine 10 weist eine Kontaktleiste 14 mit mehreren
Kontaktflachen 18 auf, liber die sie beispielsweise mit
einer Hauptplatine eines Computers verbunden wer-
den kann. In den Fig. 1 bis 3 nicht dargestellt sind
Leiterbahnen und gegebenenfalls integrierte Schal-
tungen, Uber die die Speicherbausteine 12 bzw. de-
ren elektrische Kontakte 16 mit der Kontaktleiste 14
verbunden sind. In den Fig. 1 und 2 sind jeweils
gleichzeitig Merkmale mehrerer Ausfuhrungsbeispie-
le der vorliegenden Erfindung dargestellt, die in der
dargestellten oder einer anderen Weise miteinander
kombinierbar und alternativ unabhangig voneinander
einzeln einsetzbar sind.

[0018] Die in Fig. 1 dargestellte Platine 10 weist an
der dargestellten Oberflache 20 eine Mehrzahl von
Bestuckungsorten 22, 24, 26, 28 auf. An einem ers-
ten Bestlickungsort 22 ist die Platine 10 mit einem
Speicherbaustein 12 bestuckt. Ein nicht dargestellter
dinner flachiger Zwischenraum zwischen der Platine
10 und dem Speicherbaustein 12 ist durch eine War-
meleitpaste gefiillt. Diese bildet eine hochgradige
warmeleitfahige Verbindung zwischen dem Speicher-
baustein 12 und der Platine 10 und ermdglicht damit
eine effiziente Abfuhrung von Warme, die beim Be-
trieb des Speicherbausteins 12 in diesem erzeugt
wird, zu der Platine 10 hin.

[0019] Die Platine 10 ist abgesehen von nicht dar-
gestellten Loétstellen zur Herstellung der elektrischen
Kontakte 16 zu Speicherbausteinen 12 und abgese-
hen von den Kontaktflachen 18 der Kontaktleiste 14
vorzugsweise vollstandig von einer Schicht Lotlack
umgeben. Dieser stellt eine Isolationsschicht dar, die
eine naherungsweise verschwindende elektrische
Leitfahigkeit und in der Regel eine schlechte Warme-
leitfahigkeit aufweist. Alternativ oder zusatzlich zu
der Anbringung einer Warmeleitpaste zwischen der
Platine 10 und dem Speicherbaustein 12 ist in einem
Bereich an der Platine 10, der an den Speicherbau-
stein 12 angrenzt, der Létlack entfernt. Dies ist insbe-
sondere bei Verwendung der Warmeleitpaste aber
auch ohne eine solche sinnvoll, um den Warmeuber-
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gang von dem Speicherbaustein 12 zu der Platine 10
zu erhéhen.

[0020] An einem zweiten Bestlickungsort 24 ist als
ein weiteres alternatives oder kombinierbares Merk-
mal zur Verbesserung des Warmelibergangs eine
Metallflache 32 angeordnet. Die Metallflache 32 be-
deckt vorzugsweise einen mdglichst groRen Anteil
der nach der vollstdndigen Bestilickung der Platine 10
mit einem Speicherbaustein 12 bedeckten Oberfla-
che der Platine 10. Da Metall eine gute Warmeleitfa-
higkeit aufweist verbessert die Metallflache 32 den
Warmeubergang zwischen dem Speicherbaustein 12
und der Platine 10.

[0021] Ein dritter Bestlickungsort 26 ist mit einer
Mehrzahl von Kontaktldchern 34 versehen. Diese
sind metallisiert und vorzugsweise mit Lotzinn oder
einem anderen Metall geflllt. Vorzugsweise erstre-
cken sich die Kontaktldcher 34 von der dargestellten
Oberflache der Platine 10 bis zu einer nicht darge-
stellten gegentiberliegenden Oberflache. Die Kon-
taktlocher 34 bewirken aufgrund der guten Warme-
leitfahigkeit des Metalls, das sie enthalten, eine Ab-
fuhr von Warme von einem am dritten Bestliickungs-
ort 26 angeordneten Speicherbaustein 12 zu der
nicht dargestellten gegenuberliegenden Oberflache
der Platine 10 hin.

[0022] Ein vierter Bestiickungsort 28 ist mit einer
moglichst grofl¥flachigen Leiterbahn 36 versehen, die
vorzugsweise maanderférmig denjenigen Teil der
Platine 10 bedeckt, der nach einer vollstandigen Be-
stiickung mit einem Speicherbaustein 12 bedeckt ist.
[0023] Die Metallflache 32, die Kontaktlécher 34
und die Leiterbahn 36 machen sich jeweils zunutze,
dal} das oder die Metalle, die sie aufweisen, eine
gute bis sehr gute Warmeleitfahigkeit aufweisen. Die
Warmeabfuhr wird jeweils vorzugsweise weiter ver-
bessert, indem die Metallflache 32, die Kontaktlécher
34 bzw. die Leiterbahn 36 mit weiteren, nicht darge-
stellten Leiterbahnen verbunden werden. Vorzugs-
weise werden sie mit Leiterbahnen verbunden, wel-
che Versorgungspotentiale fihren. Diese Leiterbah-
nen weisen in der Regel besonders grol’e Quer-
schnitte auf, erstrecken sich uber die gesamte Platine
10 und eignen sich deshalb besonders um Warme
von den Speicherbausteinen 12 wegzufihren.
[0024] Die Metallflache 32, die Kontaktlécher 34
und die Leiterbahn 36 sind miteinander kombinierbar.
Beispielsweise ist die Metallflache 32 zur grof¥flachi-
gen Aufnahme von Abwarme eines Speicherbaustei-
nes 12 Uber Kontaktlécher 34 mit einer weiteren Me-
tallflache oder einer weiteren Leiterbahn auf der nicht
dargestellten gegenlberliegenden Seite der Platine
10 verbunden. Die Abwarme wird Uiber die Kontaktl6-
cher 34 auf die andere Seite der Platine 10 abgeleitet
und dort Uber die weitere Metallflache bzw. die weite-
re Leiterbahn beispielsweise an die Atmosphéare ab-
gegeben.

[0025] In Fig. 2 sind weitere MaRnahmen darge-
stellt, die einzeln oder in Kombination miteinander
oder mit den anhand der Fig. 1 dargestellten Mal3-
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nahmen verwendbar sind um die Warmeabfuhr von
den Speicherbausteinen 12 zu verbessern.

[0026] Ein Kuhlblech 40 ist unter einem oder mehre-
ren Speicherbausteinen 12 angeordnet. Das Kiihl-
blech 40 nimmt Abwarme aus den Speicherbaustei-
nen 12 auf und leitet sie groRflachig in die Platine 10
ein. Daruber hinaus leitet es einen Teil der Abwarme
an die umgebende Atmosphéare ab. Die Verwendung
des Kihlblechs 40 ist besonders vorteilhaft, wenn
eine Montagetechnik zum Einsatz kommt, die keine
Verlétung der Speicherbausteine 12 mit der Platine
10 erfordert. Eine solche Montagetechnik ist bei-
spielsweise das Festpressen der Speicherbausteine
12 mittels Mikronadeln auf der Platine 10. Das Kiihl-
blech 40 ist vorzugsweise ein mechanisch eigenstan-
diges Bauelement. Alternativ ist es eine Metallisie-
rung, die wie die Metallflache 32 aus Fig. 1 ahnlich
oder gleich wie und vorzugsweise gleichzeitig mit Lei-
terbahnen auf der Platine 10 gebildet wird.

[0027] Ein Rahmen 50 ist am Rand der Platine 10
angeordnet und weist ein Metall oder ein anderes
sehr gut warmeleitfahiges Material auf. Vorzugswei-
se weist der Rahmen 50 Zapfen 52 auf, die beim Ver-
binden des Speichermoduls mit einer Hauptplatine
oder einem Sockel auf derselben warmeleitfahig mit
der Hauptplatine oder dem Sockel verbunden wer-
den, um Abwarme an die Hauptplatine bzw, den So-
ckel abzufthren. Der Rahmen 50 weist beispielswei-
se einen einfachen Draht, eine vorzugsweise durch
Lotzinn verdickte bzw. verstarkte Leiterbahn oder
eine andere Metallbahn auf der Platine 10 auf.
[0028] Der Rahmen 50 verbessert die Warmeabfuhr
von der Platine 10 und reduziert so die Temperatur
der Platine 10. Dadurch verbessert er den Warmeu-
bergang von den Speicherbausteinen 12 zur Platine
10.

[0029] Der Rahmen 50 ist ferner mit den in den
Fig. 1 und 2 dargestellten Malnahmen kombinierbar.
Beispielsweise wird die auch in Fig. 1 dargestellte
Metallflache 32 vorzugsweise erweitert bzw. unter
dem Speicherbaustein 12 herausgefuhrt, um den
Rahmen 50 zu berihren und mit ihm direkt warme-
leitfahig verbunden zu sein.

[0030] Auch eine Kombination des Kiihlblechs 40
mit dem Rahmen 50 ist vorteilhaft. Das Kihlblech 40
nimmt Abwarme von den Speicherbausteinen 12 auf
und leitet sie groRflachig in die Platine 10 ein. Der
Rahmen 50 nimmt die Abwarme aus der Platine 10
auf und leitet sie an die Hauptplatine ab. Dies ist be-
sonders wirkungsvoll, wenn der Abstand zwischen
dem Kuhlblech 40 und dem Rahmen 50 gering ist
und sie sich entlang eines mdéglichst groRen Teils des
Rahmens 50 gegentiberliegen.

[0031] Alle beschriebenen MaRnahmen sind fir
Speichermodule beliebiger Art, Form, Grée und Be-
stiickung vorteilhaft anwendbar.

[0032] Obwohl oben bevorzugte Ausflihrungsbei-
spiele beschrieben wurden, bei denen einzelne Mal3-
nahmen mit dem Ableitrahmen 50 in Kombination be-
schrieben wurden, ist die vorliegende Erfindung nicht
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hierauf beschrankt. Tatsachlich kann erfindungsge-
mafRk auch nur der Ableitrahmen 50 ohne weitere
MaRnahme zur Warmeableitung vorgesehen sein.

Bezugszeichenliste

10 Platine

12 Speicherbaustein

14 Kontaktleiste

16 elektrischer Kontakt

18 Kontaktflache

20 Oberflache der Platine 10

22, 24, 26, 28 Bestlickungsort

31 Metallflache

34 Kontaktloch

36 Leiterbahn

40 Kihlblech

50 Rahmen

52 Zapfen
Patentanspriiche

1. Speichermodul mit:
einer Platine (10);
einem Speicherbaustein (12), der an der Platine (10)
angebracht ist;
einer Warmeableiteinrichtung (32, 34, 36, 40), die
zwischen dem Speicherbaustein (12) und der Platine
(10) angeordnet ist und ein Kihlblech umfaldt, das
parallel zu der Platine angeordnet ist.

2. Speichermodul nach Anspruch 1, bei dem die
Warmeableiteinrichtung eine Warmeleitpaste zwi-
schen der Platine (10) und dem Speicherbaustein
(12) umfal’t.

3. Speichermodul nach Anspruch 1 oder 2, bei
dem die Warmeableiteinrichtung einen Bereich der
Platine (10) umfal3t, an dem ein die Platine (10) be-
deckender Létlack entfernt ist.

4. Speichermodul nach einem der Anspriiche 1
bis 3, bei dem die Warmeableiteinrichtung eine Me-
tallschicht (32, 36, 40) umfal3t.

5. Speichermodul nach Anspruch 4, bei dem die
Metallschicht mit einer Versorgungsleitung verbun-
den ist, an der im Betrieb ein Versorgungspotential
anliegt.

6. Speichermodul nach Anspruch 4 oder 5, bei
dem die Metallschicht eine Leiterbahn (36) umfalt.

7. Speichermodul nach Anspruch 6, bei dem die
Leiterbahn (36) maanderférmig ist.

8. Speichermodul nach einem der Anspriche 2
bis 7, bei dem die Warmeableiteinrichtung ein Kon-
taktloch (34) umfalit.
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9. Speichermodul nach Anspruch 8, bei dem das
Kontaktloch (34) mit einer Versorgungsleitung ver-
bunden ist, an der im Betrieb ein Versorgungspoten-
tial anliegt.

10. Speichermodul nach einem der Anspriche 1
bis 9, ferner mit einem Rahmen (50), der am Rand
der Platine (10) angeordnet ist und ein warmeleitfahi-
ges Material aufweist.

11. Speichermodul nach einem der Anspriche 1
bis 10, bei dem der Rahmen (50) Zapfen (52) auf-
weist, Uber die er warmeleitfahig mit einem Sockel
oder einer Hauptplatine verbindbar ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen

FIG 1
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FIG 2
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FIG 3
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